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将来の光デバイスに向けた成長及びプロセス要素技術の最新動向

今後更なる高度化が進む社会インフラを支えるために、光デバイスの重要性はより増していきます。多岐にわたる光デバイスの実現

～普及には化合物半導体を中心に成長、エッチング、接合、集積、実装といったプロセス技術の成熟や発展、新たな手法や材料の開

発が期待されることから、これら最新の技術動向や展望について議論します。

面内超高密度InAs量子ドットの成長技術とその半導体レーザ応用

AlGaN系far-UVC発光デバイスおよびGaAs系QCLの結晶成長技術

中性粒子ビームによる無損傷加工と高効率マイクロLEDへの展開

転写プリント法が拓く自在なハイブリッド光集積

AR/VRグラス用超小型レーザーモジュール

レーザ転写技術を用いた光デバイス実装プロセスの紹介

MEMS技術を用いたTunable VCSELとその応用
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